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4 編 メモリ LSI 
Memory LSI 

（執筆者：仁田山晃寛）[2009 年 8 月 受領] 

■概要■ 

半導体メモリ LSI の最近の技術動向を概観し，今後の技術展望を論じる．揮発性高速 RAM，

不揮発性高速 RAM，不揮発性大容量メモリに関して，従来提案され研究開発されているメ

モリを中心に，また将来の進展が期待される新規メモリやその他の新しい技術提案も含めて

広範に技術を紹介する． 
 

【本編の構成】 

本編では，各種メモリの分類と位置付け（1 章），揮発性高速 RAM（2 章）に関しては，

DRAM（2-1 節），SRAM（2-2 節），不揮発性高速 RAM（3 章）に関しては，FeRAM（3-1 節），

MRAM（3-2 節），不揮発性大容量メモリ（4 章）に関しては，NAND-flash メモリ（4-1 節），

NOR-flash メモリ（4-2 節），新規メモリ（5 章）に関しては，PRAM（5-1 節），ReRAM（5-2
節），その他メモリ（6 章）に関しては，MEMS メモリ（6-1 節），有機メモリ（6-2 節）につ

いて述べる． 
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